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OEM: Texas Instruments Transistor TIS69 Datasheet

Gepaarte N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt-Transistoren TIS68, TIS69, TIS70

Symmetrischer Aufbau in Silizium-Epitaxial-Planar-Technik
Silect*-Gehduse T0O-92 mit Clip

Besonders geeignet fiir preiswerte Gleichstrom-Verstérker mit niedrigem Pegel
sowie fiir Chopper-Anwendungen

Hohes |Yas|/Cus-Verhaltnis
Niedrige Eingangskapazitdt C.is = max 8 pF

Mechanische Daten

Jeder TIS68, TIS69 oder TIST0 besteht aus zwel gepaarten Transistoran. Zu jedem Transistorpaar wird
&in Clip geliefart, walches die Transistoren als Einheit zusammenhalt.
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1 — Drain, 2 — Source, 3 — Gate
Absolute Grenzwerte
Drain-Gate-Spannung 25V
Drain-Source-Spannung +25V
Gate-Strom. in DurchlaBrichtung 10 mA
Maximale Verlustleistung bei Ty =< 256 °C (Bem. 1) 380 mW
Lagerungs-Temperatur —B6 °C bis +150°C

Bemerkung:
1. Lineare Reduzierung auf 150 °C mit 2,9 mW/°C.

* Schutzmarke von Texas Instruments.
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Elektrische Kennwerte bei Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Einzel-Transistor

Paramater Prifbedingungen min  max Einh.
lges Gate-Reststrom Ugg=—25Y, Ups=10 -1 e
Ugg = —158V, Ups =10 —2 nA,
Ugg =—15Y, Ups =0, Ty = 100°C -2 wh,
Ugsiotn Pinch-Off-Spannung Ups=15Y, Ip=2nA =05 =5 W
Ipss Drain-Stram Ups=158Y%, Ugs=10, (Bem. 2) 0.5 8 ma,
|yaasl Vorwartssteilheit Ups=15Y, Ugs = 0, t=1kHz 1 ] ms3
|vazal Ausganpsleitwert Upg=15YV, Uga=10, fe=1kHz a5 BS
Ciis Eingangskapazitat Ups=15Y, Ugs=10, fe=1MHz 8 pF
Caag Ausganpgskapazitat Ups =16Y, Ugs=0, f=1MHz 4 pF
lyz1sl Vorwértssteilhelt Ups =15V, Ugs=0, f = 100 MHz 0,8 ms
Paarungs-Kennwerte
Parameter Prifbedingungen TISER TIS6 TIST0 Ein-
min max min max min max heit
[lgss1s — lgsssl Differenz der Ugg = =15V, Ups = 0, 10 10 10 A
Gate-Reststromea Ty = 100°C
|Ugs1 — Ugas| Differenz der Gate- Upg = 16Y, Ip = 60 pA B 16 Iz mW
Source-Spannungen Ups = 15%Y, Ip = 500 uA 5 10 18 mY
| A (Ugsi—Ugsa)A Ty Differentielle Anderung Ups = 15V, Ip = 500 uA, B 10 15 my
der Gate-Sourca- Ty = 25 °C, Tygg = —40°C
Spannung mit der Upg =15V, Ip = 500 pA, 5 10 15 my
Temperatur Tuy = 25 °C, Tiyg = 100°C
Ipas1 Verhiltnis der Ups=15Y¥, Ugs=10 085 1 08 1 08 1
Insss Drrain-Stréme (Bem, 3)
lyz1sl1 Verhiltnis der Upg =16V, Ugs= 0, 0,95 1 09 1 0.8 1
Ivaisle Yorwértssteilheiten f=1kHz (Bem. 3)
Bemerkungen:

2. ImpulsméBig gemessen: lpas 100 ps, Tastverhdltnis < 1024,
3. Der niedrigere dieser zwei Werte wird als Zahler genommen.
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